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Patentansprttche : 



1. J Hochfrequenz-Phasenschieber zur Vervendung In elektronisch 
phasengesteuerten Antennen, gekennzeichnet durch 
ein aktivea Halbleiterverstarkersystem, z.B. einen Feldeffekt- 
transistor Oder eine IMPATT-Diode, dessen negativer Wider stand ei- 
ne grSflere Bllndkomponente aufveist, so dafi sich durch Steuerung 
des Arbeitspunktes die Phase des verstarkten Ausgangssignals in- 
nerhalb eines grSBeren Vinkelbereichs veandern lfiflt. 

2. Phasenschleber nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl 
bei Vervendung eines Feldeffekttransistors als aktlves Halblei- 
tenrer starker system die Steuerung des Arbeitspunktes durch unter- 
schledllche Einstellung der Gate-Spannung erfolgt. 

3. Phasenschleber nach Anspruch 1 Oder 2, gekennzeichnet durch 
die Verwendung in einem mit den zugeordneten Strahlern integrier- 
ten Modul. 
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Hochfreouenz-Phasenschleber zur Verwendung in elektroniach phasen- 
gesteuerten Antennen 

Im allgemeinen sind Hocbfrequenz-Phasenschieber, vie sie fUr elek- 
tronisch phasengesteuerte Antennen benStigt verden, passive Kom- 
ponenten, bei .denen durch Andern der magnetischen Permeabilitat 
in Falle von Ferritphasenschiebern Oder durch Zu- bzw. Abschalten 
von Leitungslahgen oder Reaktanzen mlt Hllfe von PIN-Dioden im 
Falle von Diodenphasenschiebern die Phase gedreht wird. Eln vesent- 
llcher Nachteil dleser bekannten Phasenschieber ist die hohe Durch- 
gangsdampfung. Sle betragt im X-Band fur Ferritphasenschleber et- 
wa 1,5 dB und fUr den Diodenphasenschieber etwa 3 dB. Im Dioden- 
phasenschleber wird die HSlfte der der Antenne zugefllhrten Hoch- 
frequenzenergie In warme umgevandelt. Der Gesamtvirkungsgrad wird 
dadurch stark beeintrichtigt. Die wenlger verlustbehafteten Ferrit- 
phasenschleber slnd stark tempera turabhSngig, nlcht reziprok, lang- 
samer und schvierlger mit Streifenleitungsstrukturen zu integrieren. 
Im allgemeinen sind deshalb die Diodenphasenschieber von den System- 
spezifikationen her, insbesondere wegen der besseren Integrations- 
moglichkeit mlt den ilbrigen in Streifenleitungstechnik ausgefOhr- 
ten Schaltungen, die bessere Alternative. 

In bekannten phasengesteuerten Antennen erfolgt eine Kompensation 
der Phasenschieber- und Leitungsverluste durch eine Erbbhung des Pe- 
gels der zentral erzeugten Hochfrequenzenergie. Die in diesem Zusam- 
menhang auftretenden Scbvirigkeiten liegen im wesentlichen in den 
Kosten auf der Generatorseite und in der Aufteilung des hohen Ener- 
giepegels auf die Vielzahl von Strahlerelementen. 
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Aufgabe der Erfindung 1st es, einen mit erheblich niedrigeren 
Verlusteri arbeitenden Hochfrequenz-Phasenschieber zu s chaff en, 
der keinen groflen technischen Aufvand erfordert. Der Hochfrequenz- 
Phasenschieber nach der Erfindung, welcher die angegebene Aufgab 
15st, 1st gekennzeichnet durch ein aktives Halbleiterverstfirker- 
system, z.B. einen Feldeffekttransistor oder eine IMPATT-Diode , 
dessen negativer Widerstand eine grSflere Blindkomponente aufweist, 
so dafl sich durch Steuerung des Arbeitspunktes die Phase des ver* 
stftrkten Aus gangs signals innerhalb eines grafleren Winkelbereichs 
verSndern ISflt. In zveckmSfliger Veise vird beim aktiven Halblei- 
terverstarkersystem nach der Erfindung der negative Widerstand in 
Hinsicht auf eine moglichst hohe Blindkomponente optimiert, um 
durdi Steuerung des Arbeitspunktes die Phase des verstSrkten Aus- 
gangasignals tlber einen mSglichst groBen Winkelbereich zu ver- 
Sndern. 

¥ird als Halbleiterverstarkersystem in Hochfrequenz-Phasenschieber 
nach der Erfindung beispielsveise ein Feldeffekttransistor ver- 
wendet, so kann die Steuerung des Arbeitspunktes durch unterschied- 
liche Einstellung der Gate-Spannung erfolgen. 

Der Pbaaenschieber nach der Erfindung 12U3t sich ohne grSBere Schvie 
rigkeiten in einea mit den zugeordneten Strahlern integrierten 
Modul einsetzen. 

Ein nach der Erfindung ausgebildeter Hochfrequenz-Phasenschieber 
liflt sich mit einer hSheren Bit-Zahl steuern als die bekannten 
Phasenschieber. Dadurch kann man die durch Quantisierungsphasen- 
fehler beeintrfichtlgte Nebenzipfeldaopfung der elektronisch ge- 
steuerten^tennen wesentlich verbessern. Eine hohe Nebenzipfel- 
dgmpfung/bekanntlich z.B. dann erforderlich, wenn das Antennen- 
system vor allem gegen aktive Storer sicher sein soil. 
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